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1. 최신 기술개발 및 산업 동향 
 

1.1 개요  
광통신에서 정보 전달의 수단으로 사용되는 광(pho-

ton)이 지나가는 매개체를 광도파로, 즉 waveguide

라 한다. Waveguide는 빛이 지나가는 부분인 core와 

core 층을 감싸고 있어 빛의 전반사를 가능하게 하는 

cladding 그리고 packing, 이 세 가지로 구성된다. 광

도파로 고분자 소재기술은 종합정보통신망의 구현에 

절대적으로 필요한 파장분할방식(WDM：wave divi-

sional multiplexing) 방식 관련 광소자, 수동소자, 

열광학 소자 등과 같은 새로운 방식의 광소자에 응용

되는 핵심 소재기술이다. 광도파로 고분자 소재는 저유

전율로 차세대 반도체용 초박막 고분자 절연 물질 및 

장거리 광통신용 플라스틱 광섬유에의 응용이 되는 핵

심소재이기도 하다. 새로운 변혁시대인 초정보통신 시

대에는 대용량의 광통신 및 정보기록과 정보처리의 

초고속화의 구현과 국민 대다수에게 보급하기 위한 

저가 보급형의 신 개념의 광소자 및 부품들의 개발이 

필수적이다. 초고속 정보통신사회를 조속히 구현하기 

위해서는 기존 물질의 한계를 빨리 극복하도록 신소

재의 개발에 주력하여야 한다. 이러한 시대의 요구에 

따라 유기고분자소재 연구가 새 천년기의 종합정보통

신망 구축을 위한 광정보 재료로서 지대한 관심의 대

상이 되었으며 첨단연구대상으로 가장 각광받고 있다. 

이는 유기고분자재료가 무기재료와 반도체재료에 비

하여 여러 가지의 장점을 가지기 때문이다. 즉, 분자 

화학에 의하여 물질의 성능을 쉽게 제어/합성할 수 있

고, 저렴한 가격으로 경제성이 아주 좋고, 응답속도가 

빠르고, 광대역폭이 수십-수백 Tpbs 정도로 매우 높

으며, 소자제작공정이 저온에서 단순하고, 가공성이 좋

고, 집적화가 매우 유리하기 때문이다. 유기고분자 재

료가 현재 사용되고 있는 무기재료보다도 특성이 월

등히 우수함에도 불구하고 지금에서야 상업화가 시작

된 이유는 고분자 물질의 광학적 성질이 열적 불안정

성과 광통신 파장영역(1.3 µm 또는 1.55 µm)에서 

유기고분자재료의 근간이 되고 있는 C-H결합 배

진동(overtone) 밴드의 광 흡수에 의한 광전송 손실

이 크기 때문이다. 그러나 최근들에서 고분자구조내

의 C-H를 C-F 등으로 치환하여 상기의 광전송 손

실을 제어하는 재료가 속속 개발되고 이의 상품화도 

꾸준히 진행되고 있다.  

이러한 방안 중 가장 집중적으로 연구되는 분야가 

광통신용 유기재료를 이용한 광통신소자의 개발, 특

히 광도파로소재용 재료는 차세대광대역 종합정보통

신망의 구현에 절대적으로 필요한 편광무의존성을 가

질 수 있어 WDM 관련 소자, 광상호 연결소자, 광분

할기 및 광결합기와 같은 수동소자, 열에 의해 광신호

를 제어하는 열광학스위치, 가변감쇄기 등의 열광학 소

자의 응용이 가능하다. 수동소자 및 열광학소자용 재료

의 특징으로는 저손실 단일모드 특성을 갖는 소재로 

외부환경에 의한 변화가 작은 안정한 소자를 꾸밀 수 

있어야 하고, 저가로 광통신 부품의 제조가 가능하여 

가격 경쟁력도 좋아야 한다. 따라서 현재 기본적으로 

개발되고 있는 실리카에 대응하여 상기의 단점을 극

복할 수 있는 고분자소재의 개발이 진행되고 있으며, 

양자의 기술경쟁이 점차 치열하게 진행되고 있다.  

1.2 유기 고분자 광도파로 재료  

새로운 광도파로용 새로운 광소자에 있어서 기본적

인 요소가 되는 것은 저손실 단일 모드 도파 특성을 갖

는 광도파로 소재이며, 유리 광섬유(GOF) 재료인 실

리카 재료를 근간으로 하여 이러한 광통신 관련기술

이 발전되어 왔다. 실리카를 이용한 광도파로 소자는 

0.01 dB/cm 이하의 낮은 광도파로 손실과 높은 안정

성 때문에 많은 연구가 진행되어 다양한 광소자가 상

용화되고 있으나, 실리카를 이용해 광도파로를 제작

광통신용 고분자 소재 
-광도파로용 광학 고분자재료- 
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유익한 특허 상식 
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하려면 1,000 ℃ 이상의 고온 제작 공정과 고가 제

조 장비가 필요하다. 또한 고온의 공정을 거치므로 

실리콘 기판과 실리카 간에 열팽창계수의 차이로 오

는 열 스트레스에 의한 편광으로 복굴절률(bire-

fringence)이 야기되는 문제점이 있다. 이러한 단점

으로 인해 실리카를 이용한 광도파로 소자는 도파시

키고자 하는 광의 편광에 의존하게 되므로 이러한 편

광 의존성을 낮추기 위해, 고분자 기능 소자(quarter 

wave plate)를 삽입하여 사용한다. 이러한 복굴절률

의 감소는 편광에 의한 야기되는 광손실(polariza-

tion dependent loss)을 줄일 뿐만 아니라, AWG나 

가변파장필터 등과 같이 파의 분산(wave dispersion) 

방지가 요구되는 WDM 소자 제작을 위해서는 필수

적인 요소이다.  

고분자 광도파로 소자에서도 실리카와 유사한 이

유로 고분자 박막의 복굴절률이 생겨나며, 크게 물질

자체의 화학적 구조에서 기인하는 것과 스핀 코팅에 

의한 박막 형성 과정 및 열경화(thermal curing) 과

정 등의 박막제작 공정에서의 발생요인으로 나눌 수 

있다. 물질자체의 화학적 구조에 의해 야기되는 복굴

절률은 적절한 물질 설계를 통하여 감소시킬 수 있지

만 박막제작 공정상에 의해 야기되는 복굴절률의 감

소는 많은 실험적 노력이 요구된다. 고분자(또는 폴리

머)의 경우도 스핀 코팅으로 박막을 제조한 후 고온

(<300 ℃)에서 열경화시키는 과정에서 기판(주로 Si)

과 폴리머 박막의 열팽창 계수 차이로 인하여 복굴

절률이 야기된다. 따라서 폴리머의 경우도 실리카와 

유사한 방법으로 복굴절률을 감소시킬 수 있다. 그러

나 상온에서 박막을 경화시키는 UV(ultraviolet; 자

외선 영역) 경화물질을 이용하면 열팽창 계수의 차이

에서 오는 박막의 복굴절률을 최소화 할 수 있다.  

또한 실리카 재료는 고분자에 비해 1/10정도의 낮

은 열광학 효과로 인해 열광학 소자의 구동을 위해 높

은 소비 전력이 필요하다. 이와는 달리 고분자 광도

파로 소재는 무기재료인 실리카에 비하여 광도파로 소

재로 요구되는 여러 가지 특성들, 즉 열 및 환경 안정

성, 광통신 파장 영역에서의 낮은 광 손실, 미세한 굴

절률 조절성, 낮은 복굴절률, 다양한 기판에 대한 접

착성, 다층 적층성, 치수 안정성 및 유연성, 연결성, 

미세 광 부품과의 집적화 용이성, 경제성 등에 있어

서 훨씬 많은 장점을 갖고 있다.  

그러나 유기 고분자 재료가 현재 사용되고 있는 무

기재료보다도 특성이 월등히 우수함에도 불구하고 지

금까지 상용화되지 않은 이유는 유기 고분자 물질의 

광학 성질이 열적 불안정성과 광통신 파장영역(1.3 

µm 또는 1.55 µm)에서 유기 고분자 재료의 근간이 

되고 있는 C-H 결합 배진동(overtone) 밴드의 광

흡수에 의한 광전송 손실이 크기 때문이다. 이러한 문

제점들로 인하여 유기 고분자 재료의 개발이 매우 제

한되어 왔다. 따라서 저 손실 고분자 물질 개발은 C- 

H 결합의 진동대역을 좀 더 장파장으로 이동시켜 광

통신 파장영역에서 물질의 고유흡수를 줄이는 작업으

로부터 시작된다. C-H 결합의 진동 대역을 장파장으

로 이동시키기 위해서는 C-H 결합 대신에 환산질량

(reduced mass)이 큰 C-D결합(D：deuterium), 

C-F 결합(F：fluorine)이나 C-Cl 결합(Cl：chlorine) 

등으로 치환하면 가능하다.  

1.3 고분자 광도파로 재료의 연구 동향  
미국 및 일본을 비롯한 선진 외국의 경우 이미 디지

털 컴퓨터 등의 전기회로에서 광연결의 중요성을 인식

하고 광연결 기술과 전기회로 기술의 접목을 위한 노

력을 하고 있다. 미국을 비롯한 선진국의 경우 POINT 

(polymeric optical interconnect) 및 POLO(par-

allel optical link organization) 프로그램 등을 통하

여 산업체, 연구소, 대학이 협동으로 광 연결 연구를 

진행 중이다. 특히 DuPont사의 경우 자체 개발한 폴

리머를 이용한 광연결 광도파로인 Polyguide를 발표

하였으며 Hewlett Packard는 이를 이용한 광 연결

용 모듈인 SpectralLAN을 발표하였다. SpectralLAN

의 경우 단거리 광 연결용으로 파장 분할 다중화 방

식을 이용하여 1 Gbps 이상의 데이터 전송 능력을 

발표하였다.  

국내에서는 전자통신연구원, 삼성전자 등에서 폴리

머 광도파로를 이용한 광통신소자 연구를 진행 중이다. 

전자통신연구원의 경우 광도파로 제작을 위한 저손실

의 폴리머 합성 및 이를 이용한 파장선택필터, 가변파

장선택필터 등을 발표하였으며, 삼성전자의 경우 폴

리머 광분배기를 발표하였다. 그러나 단거리 고속 정보 

전달을 위한 광연결에 관한 연구는 미흡한 상황이다.  

 

 

2. 특허기술분류체계 및 분석범위  
 

본 분석에서는 분석 대상기간이 1999년부터 2001

년까지의 3년간으로 짧기 때문에 더 이상 세분류를 

하지 않고, 2000년 당시 분석결과보고서의 분석범위

인 1978∼1998년의 결과와 연계하여 최근 3년간의 

결과를 비교하였으며 한국, 일본, 유럽의 공개특허와 
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미국의 등록특허들을 대상으로 분석하였다.  

2.1 분석의 관점  

분석 대상으로 검색된 특허는 한국, 일본, 유럽의 

경우 공개특허이고 미국의 경우는 등록특허가 대상으

로 되었으며, 검색된 특허 중에 본 분석의 취지에 맞

는 특허를 각 특허의 요약내용을 중심으로 선정하였다

(일본：424건, 미국：48건, 유럽：53건).  

2.2 광도파로 관계 광학 고분자 재료  

2.2.1 4개국 상호 비교  

2.2.1.1 국가별 기간별 출원건수(4개국)  

광도파로 관계 광학 고분자 재료 관련 4개국 의 국가

별 기간별 출원동향을 살펴보면(그림 1) 분석 시점

과 관점의 차이도 있지만 각국에의 출원이 전체적으로

는 증가하는 경향을 보인다고 할 수 있다. 한국의 경우

는 계속 증가하는 경향으로 볼 수 있고, 기타 3국은 

1990년대 전반에 정점을 보이고 감소하는 듯 한 경향

을 보이다 본 분석 대상 기간에서 다시 증가하는 경향

을 보인다.  

한편 각국의 기간별 출원 점유율(그림 2)를 보면 

광도파로 관계 광학 고분자 재료 관련 부문에서도 일

본에의 출원이 막강한 점유율을 차지하다 1996년부

터 1998년까지의 기간에는 한국에의 출원이 가장 많

은 점유율을 차지했었으나 본 분석 대상 기간에는 다시 

일본에의 출원이 가장 많은 점유율을 차지하고 있다.  

2.2.1.2 출원인별 출원 점유율 비교(4개국 전체, 광도파)  

광도파로 관계 광학 고분자 재료 관련으로 4개국

에 출원된 출원건수 상위 5개 출원인(그림 3)에 있어 

1998년 이전까지는 Nippon Telegraph and Tele-

phone Corp., 한국전자통신연구원, Hitachi Che-

mical Co., 삼성전자, Teleph Corp.의 순으로 일본과 

한국의 통신, 전자, 화학 관계 출원인들의 출원건수

가 많았으나, 1999년부터 2001년까지는 Fuji Photo 

Film, Konica Corp., Mitsui Chem., Sumitomo Ba-

kelite, Hitachi Chem.의 순으로 Hitachi Chem.을 

제외하고는 새로운 출원인(그림 4)들이며 모두 일본

의 사진 필름 및 화학 관계 출원인들로 바뀌었다.  

2.2.2 한국  
2.2.2.1 기간별 출원건수(한국, 광도파)  

광도파로 관계 광학 고분자 재료 관련 특허의 한국

에의 출원(그림 5)은 2000년도 분석 결과 1987년 

처음 출원이 된 이후 계속 출원이 증가하고 있는 경

향를 보이고 있다.  

2.2.2.2 출원인별 출원 점유율 비교(한국, 광도파)  

 

그림 1. 국가별 기간별 출원건수(4개국, 광도파). 

 

그림 2. 국가별 기간별 출원 점유율(4개국, 광도파). 

 

그림 3. 출원인별 출원 점유율(4개국 전체, 광도파, 상위 

5개, 1978∼1998). 

 

그림 4. 출원인별 출원 점유율(광도파, 상위 5개, 1999∼

2001). 

 

그림 5. 기간별 출원건수(한국, 광도파). 
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광도파로 관계 광학 고분자 재료 관련으로 한국에

의 특허출원건수 상위 5개 출원인(그림 6)을 살펴보

면 1998년 이전까지는 한국전자통신연구원, 삼성전

자, 한국통신공사, 한국화학연구소, 한국과학기술원의 

순으로 모두 한국의 출원인들이었으나, 1999년부터 

2001년까지의 기간에는 상위 4위까지가 미쓰비시 폴

리에스터 필름, (주)엘지화학, 제일모직, 이스트맨 코

닥, 미쓰이 가가쿠, 바이엘 악티엔게젤샤프트, 에스

케이(주),(주)코오롱의 순으로 출원건수가 많지 않은 

영향도 있지만 일본, 미국, 유럽의 필름이나 화학 관

계 출원인들도 출원(그림 7)을 한 것으로 되어 있다.  

2.2.3 일본  
2.2.3.1 기간별 출원건수(일본, 광도파)  

일본에 있어서 광도파로 관계 광학 고분자 재료 관

련 특허의 출원(그림 8)은 2000년도 분석 결과에서

는 1993년부터 1995년의 기간을 정점으로 다음 기

간에 감소하는 듯 하였으나 본 분석 대상기간에는 대

폭적으로 증가한 것으로 나타났는데 분석 시점 및 관

점에서 오는 차이도 있겠지만, 최근 광통신 기술의 비

약적인 발전과 더불어 관련되는 광도파로 관계 광학 

고분자 재료 관련 특허의 출원도 많이 이루어졌다고 

볼 수도 있다.  

2.2.3.2 출원인별 출원 점유율 비교(일본, 광도파)  

일본의 광도파로 광학 고분자 재료에 대한 출원건수 

상위 5개 출원인(그림 9)의 출원건수 점유율에서 1998

년 이전의 기간에는 Nippon Telegr and Teleph Corp., 

Hitachi, Teleph Corp., NTT & GT, Nippon Telegr

의 순으로 29∼14%의 점유율을 차지하고 있었으나, 

1999년부터 2001년까지의 기간에는 Fuji Photo Film, 

Konica Corp., Mitsui Chem., Sumitomo Bakelite, 

Hitachi Chem.의 순으로 38∼12%의 점유율을 갖

고 Hitachi Chem.을 제외하고는 4개 출원인이 새로

운 출원인(그림 10)으로 바뀌었다.  

2.2.4 미국  
2.2.4.1 기간별 출원건수(미국, 광도파)  

미국에서의 광도파로 광학 고분자 재료에 관련된 특

허의 출원(그림 11)은 일본에서와 같은 경향을 보이

고 있다. 1990년대 초를 정점으로 감소의 경향을 나

타내다 금번 분석에서 다시 증가한 것으로 나타났다. 

여기에도 분석 시점 및 관점의 차이와 최근 광학 및 

광전송 등의 기술 발전에 따른 영향으로 볼 수 있다 
 

그림 6. 출원인별 특허 점유율(한국, 광도파, 상위 5개, 1978

∼1998). 

그림 7. 출원인별 특허 점유율(한국, 광도파, 상위 5개, 1999

∼2001). 

 

그림 8. 기간별 출원건수(일본, 광도파). 

 

그림 9. 출원인별 특허 점유율(일본, 광도파, 상위 5개, 

1978∼1998). 

 

그림 10. 출원인별 특허 점유율(일본, 광도파, 상위 5개, 

1999∼2001). 
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고 사료된다.  

2.2.4.2 출원인별 출원 점유율 비교(미국, 광도파)  

광도파로 광학 고분자 재료에 관련된 특허의 미국

에의 출원건수 상위 3위권의 출원인을 비교하여 보

면 1998년 이전의 기간에는(그림 12)와 같이 Ho-

echst AG, Dow Corning Corp., AKZO NV외 7개 

출원인이 24∼8%의 점유율을 갖고 있었는데, 1999

년부터 2001년까지의 기간에는(그림 13)과 같이 

Eastman Kodak, General Electric, Molecular Op-

toElectronics, 3M Innovate외 4개 출원인이 18∼

10%의 점유율을 갖고, 모두 새로운 출원인으로 바뀌

었음을 알 수 있다.  

2.2.5 유럽  

2.2.5.1 기간별 출원건수(유럽, 광도파)  
유럽의 광도파로 광학 고분자 재료 관련 특허의 출

원(그림 14)도 일본이나 미국에서의 경향과 같은 경

향을 보이고 있다.  

2.2.5.2 출원인별 출원 점유율 비교(유럽, 광도파)  

유럽에 광도파로 광학 고분자 재료 관련으로 특

허출원건수 상위 9개 출원인(그림 15)을 살펴보면 

1998년 이전에는 AKZO Novel, Hoechst AG, Rhone- 

Pholenc Chimie, Amoco Corp., Teijin Chem. Ltd.

외 4개 출원인이 19∼9%의 점유율을 갖고 있었는데, 

1999년부터 2001년까지의 기간에는 Mitsubishi Gas 

Chem., Toyo Boseki KK, Agilient Tech.외 10개 

출원인이 25∼6%의 점유율을 갖고, AKZO Novel

과 Teijin Chem.은 계속 상위권에 점유율을 갖고 

있으나 타 출원인은 신규 출원인(그림 16)으로 교체

되었다.  

 

 

그림 12. 출원인별 특허 점유율(미국, 광도파, 상위 10개, 

1978∼1998). 

 

그림 13. 출원인별 특허 점유율(미국, 광도파, 상위 8개,

1999∼2001). 

그림 11. 기간별 출원건수(미국, 광도파). 그림 14. 기간별 출원건수(유럽, 광도파). 

 

그림 15. 출원인별 특허 점유율(유럽, 광도파, 상위 9개, 

1978∼1998). 

 
 

그림 16. 출원인별 특허 점유율(유럽, 광도파, 상위 13개, 

1999∼2001). 
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3. 특허권리 분석 및 전망  
 

3.1 기술의 전개 및 발전  

2000년도 분석시 광기록 및 저장 관계 광학 고분

자 재료에 관련된 특허의 출원에서 일본이 압도적으

로 많은 출원을 하다 1980년대 말을 정점으로 감소

하는 경향을 보였으나 본 분석에서는 일본이 한국, 미

국, 유럽에 비하여 매우 큰 차이를 보이며 많은 출원

을 한 것으로 나타나서 이 분야 기술들이 일본을 중

심으로 이루어지고 있다는 추측을 가능하게 한다.  

3.2 광도파로용 고분자 재료의 핵심기술현황과 발전 

동향  

3.2.1 광도파로용 광학 고분자 재료  

광도파로용 광학 고분자 재료에 있어서는 1978

년부터 1983년까지의 기간에 시아노화 비닐리덴, 

비닐화합물, 비닐리덴 또는 디엔류와의 공중합체(일

본공고 1991∼32763)가 발표되는 것을 시작으로 

1984년부터 1988년까지의 기간에는 측쇄 또는 다

관능기 등이 포함된 메타크릴레이트 조성물(일본등

록 2533859), 비닐기 또는 Si-H결합 포함 젤형 폴

리실록산 제조(미국등록 4701017) 등이 발표되었고, 

1989년부터 1993년까지의 기간에는 ladder형 실

리콘수지와 스티렌 또는 MMA계 유도체의 조합(일본

등록 3057161), 중수소 또는 할로겐 치환 폴리실록

산 또는 가교 폴리실록산계 고분자(미국등록 5266352), 

폴리이미드계 광학 고분자 재료 제조(일본등록 2813713), 

감광제 첨가 또는 광표백법 이용 광도파로 소자 제조

(한국등록 162754) 등이 발표되었으며, 1994년부터 

1998년까지의 기간에는 폴리아미드이미드 합성방법

(미국등록 6013759), 폴리아릴렌에테르 제조방법(한

국등록 226442), 광변조기, 광 스위치, 광 능동소자 

제조방법(한국등록 260248) 등이 발표되었다.  

한편 금번 분석 대상 기간인 1999년부터 2001년

까지의 기간에는 지방족 알킬 및 에틸렌 옥사이드 불

소 화합물 함유 폴리에테르계 고분자(한국출원 2000

∼57155), 광도파로용 코팅 콤포지션(유럽출원 2001

∼401206), 광도파로 제조(일본출원 2000∼399899) 

등이 발표되었다(표 1).  
 
 

4. 향후 전망  
 
광도파로용 광학 고분자 재료의 분야에 있어서

는 POF 관련 기술 및 부품의 규격화, 저가의 광 접속 

기술 및 관련 POF 부품 그리고 POF 부품 및 소자

의 성능 및 신뢰도 평가 기술 등이 부족한 실정이다. 

따라서 POF 커넥터 및 모듈 기술개발, POF 증폭소

자 개발, POF Packaging 기술개발 및 성능 평가 기

술개발 등에 관한 연구가 요구된다.  

최근에는 광통신에 있어 대용량 정보의 통신을 위

하여 광의 초고속성 뿐만 아니라 병렬성을 이용하여 

동시에 여러 개의 파장에 각각의 정보를 실어 전송하

거나 신호 처리를 하는 파장분할 다중(wavelength 

division multiplexing, WDM)방식이 각광을 받으면

서 이에 필요한 가변파장필터(turnable wave –length 

filter), arrayed waveguide grating(AWG)파장 다

중/역다중 소자, 라우터(router) 등의 WDM 광소자

에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다. 이러한 WDM 

광소자에 있어서 기본적인 요소가 되는 것은 저 손실 

단일 모드 도파 특성을 갖는 광도파로 소재의 개발이

다. 또한 최근 다양한 기능을 하나의 기판에 집적화

한 광 집적소자가 요구되고 있으며, 광 집적화에 필

요한 기본 요소는 일단 물질 자체의 광 손실이 작아

야 되고, 외부 환경에 의한 변화가 작은 안정된 소자

가 꾸밀 수 있어야 하며, 가격 경쟁력도 높아야 된다. 

이런 특성에 가장 적합한 재료로 실리카보다 더 고분

자 소재가 평면 도파로형 광소자, 광 상호 연결, 열광 

소자 및 광전 집적회로(optoelectronic integrated 

circuit) 응용에 중요한 모든 특성을 갖추고 있다. 이

러한 선형/열 광학 소자를 제작할 수 있는 기본소재

인 고분자계 선형/열 광학 물질에 대한 연구는 외국

표 1. 기간별 특허공고와 내용 

기간 기술내용 특허 
1978∼
1983 

ᆞ시아노화 비닐리덴, 비닐화합물, 비닐리덴 또는 디
엔류와의 공중합체 

일본공고 1991∼32763 

1984∼
1988 

ᆞ측쇄 또는 다관능기 등 포함 메타크릴레이트 조성물 
ᆞ비닐기 또는 Si-H결합 포함 젤형 폴리실록산 제조 

일본등록 2533859 
미국등록 4701017 

1989∼ 
1993 

ᆞLadder형 실리콘수지, 스티렌 또는 MMA계 유도
체의 조합 

ᆞ중수소 또는 할로겐 치환 폴리실록산 또는 가교 
폴리실록산계 고분자 

ᆞ폴리이미드계 광학 고분자 재료 제조 
ᆞ감광제 첨가 또는 광표백법 이용 광도파로 소자 제조 

일본등록 3057161 
미국등록 5266352 
일본등록 2813713 
한국등록 162754 

1994∼
1998 

ᆞ폴리아미드이미드 합성방법 
ᆞ폴리아릴렌에테르 제조방법 
ᆞ광변조기, 광스위치, 광능동 소자 제조방법 

미국등록 6013759 
한국등록 226442 
한국등록 260248 

1999∼
2001 

ᆞ지방족 알킬 및 에틸렌 옥사이드 불소 화합물 함
유 폴리에테르계 고분자 

ᆞ광도파로용 코팅 콤포지션 
ᆞ광도파로 제조 

한국출원 2000∼57155 
유럽출원 2001∼401206 
일본출원 2000∼399899 
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에서도 거의 초기 단계에 있을 뿐 아니라 고분자의 화

학구조 설계 개념조차도 발표되어 있지 않으며, 이 

소재개발에 대한 연구의 성공 여부가 소자제작 및 상

업화의 성패를 좌우할 수 있는 결정적인 요소이기 때

문에 이 선형/열 광학용 고분자 소재 개발의 연구는 

매우 중요하다.  

최근 들어서 미국 JDS의 광부품 판매회사, Akzo 

Nobel의 고분자 광소자, Allied Signal회사의 선형 

및 열 광학 소재를 서로 기술제휴 또는 합병하여 한 

회사를 설립하여 이 분야의 시장을 독점하려는 추세

에 있다. 국내에서도 이 분야 소재에 많은 관심과 연

구를 수행하여 성공적인 신 개념의 신기능 소재의 개

발과 이에 따른 광전자소자 개발 등으로 정보 소재 및 

광소자의 획기적인 발전을 도모하여, 지금까지 제한

적인 유기 고분자 재료의 초고속 정보ᆞ통신 산업에

의 응용성을 무한하게 할 수 있다. 또한 신개념의 신

물질과 새로운 광전자 소자의 개발이 이루어진다면, 

21세기 미래 사회에 요구되는 대용량의 광통신 및 정

보기록과 정보처리의 초고속화에 따른 다양한 통신 서

비스(고화질 TV와 양방향 화상, 실감 통신 등)가 값 

싸게 보급되어 각 가정에까지 보급되는 “fiber to the 

home” 시대가 실현될 전망이다.  

※ 보다 상세한 정보를 얻고자 하시는 분은 특허청 

홈페이지나 발명진흥회 홈페이지 PM보고서 조회를 

참조하시기 바랍니다.  
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